
 
 

マイクロプラズマを用いたエッチングプロセス (II) 
Minimal System of Micro-Plasma Etcher Equipment (II) 
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【 背景・目的 】 
 産総研が中心となって開発を進めている「ミニマルファブ」1

とは、ウェハの大径化が進むメガファブに対し、φ12.5 mm の

ハーフインチウェハを用い、最小の投資で、半導体の変種・変

量生産に対応しようとする構想に基づく生産システムのことで

ある。そのミニマル装置１台の大きさは、幅 294mm、奥行き

450mm、高さ 1440mm と規定されている。 
 半導体ドライエッチングプロセスにおいて、我々は、この狭

小な筐体空間へ反応系・電気系を収めるために、簡素な構造で

高密度プラズマが容易に得られるマイクロプラズマを採用した。

そのエッチングの基礎特性については、第 1 報 2で報告している。 
本方式では、エッチングに異方性を持たせるために、マイク

ロプラズマに RF プラズマを追加している。今回は、この２つ

のプラズマが、異方性以外にどのようなコンビネーション効果

をもたらすのかについて、興味深い結果を見いだしたので報告

する。 
【 開発装置、実験と結果 】 
 装置の概略図を図 1.に示す。マイクロプラズマは、1/4 インチ

石英直管に筒状の銅板電極を筐体間と数 cm 程度の間隔で設け、

その間に、ピーク値 8kV 程度の交流高電圧を印加して発生させ

た。また、下部電極ステージ側には、RF を印加し、２周波プラ

ズマとした。エッチングガスは、CF4/Ar 混合ガスを用い、石英

直管上部からウェハ上に直接吹きつける配置とした。ウェハは、

メカニカルチャックで固定し、水冷制御を行った。 
 前回も、２つのプラズマを両方 ON することによるエッチン

グレートの増大が見られていたことは報告している。今回は、

ターボ分子ポンプを追加したことで、１桁良い 10Pa でのエッチ

ングを行ったところ、RF のみ ON に対する両方 ON 時のエッチ

ングレートの比率は、100Pa 時の 1.5 倍から、10Pa 時には 5 倍

程度まで上昇した（図 2）。マイクロプラズマだけでは、100Pa
時でも 10Pa 時でもエッチングレートは 10nm/min 程度で大変

小さい。従って、非常に強いコンビネーション効果が発現して

いることがわかった。 
 さらに、両方ON時には、Siは92nm/min、SiO2は、150nm/min
であり、このプラズマは、Si に対しても、SiO2に対しても良好

なエッチングレートを得ることができることも見いだされた

（図 3）。 
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図 3．μプラズマと RF の重畳効果 
    ウェハ面内エッチレート分布 
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図 2．μプラズマと RF プラズマの重畳効果 

Si基板のエッチング特性 
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